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  비정질 반도체/절연체의 직류와 교류 전도도 스펙트럼은 주파수에 대한 거듭제곱의 법칙 

(power-law)을 따르는 보편성이 있음이 확인되었다. 이러한 보편성은 다양한 비정질 반도체/절연

체 물질에서 공통적으로 관찰되었으며 현재까지 이 보편성의 물리학적 원인이 정확히 규명되지 

않고 있다. 이 보편성을 설명하기 위한 모델로서 비정질 반도체/절연체 내의 전자/정공의 호핑 

전도기구 (hopping conduction mechanism)가 제시된 바 있으며 다양한 비정질 시스템의 전도도 

스펙트럼 해석에 인용되고 있다. 그러나 직･교류 전도기구 사이의 상이함에 대한 이견이 있으

며 현재까지 정확히 규명된 바 없다. 
  본 연구에서는 비정질 GeSe 반도성 물질의 전도도 스펙트럼을 10 Hz-1 MHz 주파수 대역에

서 측정하였으며 이를 위해 백금 상･하부 전극을 갖는 크로스바(crossbar)형의 금속-절연체-금속 

구조의 2단자 소자를 제작하였다. 측정 스펙트럼으로부터 본 연구의 GeSe 물질이 앞서 언급한 

비정질 물질의 보편성에 부합함을 확인하였으며 스펙트럼 내의 직류와 교류 성분을 명확히 분

리할 수 있었다. 직･교류 전도도 스펙트럼의 명확한 기구 분리를 위하여 4개의 상이한 면적을 

갖는 크로스바에 대한 측정을 실시하였으며 그 결과로 직･교류 전도도의 상이한 면적 의존성을 

관찰하였고 이를 근거로 직･교류 전도도가 서로 다른 전도기구에 기인함을 간접적으로 알 수 

있었다. 
  GeSe의 전도도 스펙트럼의 온도 의존성 실험을 위해 시편의 온도를 20-300 K 범위에서 변화

시키며 전도도 스펙트럼을 측정하였으며 이를 통해 교류 전도도 스펙트럼 내에 상이한 두 개의 

전도 기구가 혼재해있음을 규명하였다.
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